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Erfindungsanspruch:

1. Schaltungsanordnung zur potentialgetrennten Basisansteuerung eines Hochspannungsschalttransistors mit einem
Treibertransformator, dadurch gekennzeichnet, daR der Treibertransformator (1) einpolig direkt mit dem Emitter des
Hochspannungsschalttransistors (4), dessen Kollektor an eine Belastungsimpedanz (5) angeschlossen ist und mit dem
zweiten Pol mit dem Emitter eines Kleinleistungstransistors (2) mit zum Hochspannungsschalttransistor (4) komplementarer
Zonenfolge verbunden ist, wobei die Basis des Kleinleistungstransistors {iber eine Diode {3) mit dem Emitter des
Hochspannungsschalttransistors (4) verbunden ist, und daB die Basis des Hochspannungsschalttransistors {4) mit dem

‘Kollektor des komplementiren Kleinleistungstransistors (2) und (iber ein elektrisches Ausschaltnetzwerk (7) und einen
elektronischen Schalter (6) mit der extern bereitgesteliten Basis-Emitter-Sperrspannung verbunden ist.

2. Schaltungsanordnung nach Punkt 1, dadurch gekennzeichnet, da zur Ansteuerung des elektronischen Schalters (6) zum
Ausschalten des Hochspannungsschalttransistors (4) ein zweiter Kleinleistungstransistor (9) mit zum
Hochspannungsschalttransistor (4) komplementérer Zonenfolge angeordnet ist, dessen Emitter mit dem Emitter des ersten
Kleinleistungstransistors (2) verbunden ist und dessen Basis (iber einen ersten Widerstand (8) mit dem Emitter des
Hochspannungsschalttransistors (4) verbunden ist, und dessen Kollektor iiber einen zweiten Widerstand (10) an dem
elektronischen Schalter (6) angeschlossen ist.

3. Schaltungsanordnung nach Punkt 2, dadurch gekennzeichnet, daR der elektronische Schalter (6) aus einem Transistor (6.1),
dessen Emitter mit der externen Basis-Emitter-Sperrspannung und dem Emitter eines Kleinleistungstransistors (6.2)
verbunden ist, der Kollektor des Kleinleistungstransistors (6.2) an den ersten AnschluR eines Widerstandes (6.3) und an die
Basis des Transistors (6.1) angeschlossen ist, besteht, wobei der zweite AnschluR des Widerstandes (6.3) mit der Katode der
Diode (3) verbunden, die Basis des Kleinleistungstransistors {6.2) an den Widerstand (10) angeschlossen und der Kollektor
des Transistors (6.1) mit der Drossel (7.1) verbunden ist. '

4. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daR zur Verringerung der Speicherzeit eine Anti-
Sattigungs-Diode (11) zwischen dem Kollektor des Hochspannungsschalttransistors (4) und dem Emitter des
komplementéren Kleinleistungstransistors (2} angeordnet ist. . ’

Hierzu 1 Seite Zeichnungen

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung zur potentialgetrennten Basisansteuerung eines
Hochspannungsschalttransistors mit verringerter Treiberleistung und 148t sich in Schaltnetzteilen und dhnlichen
Gleichspannungswandlern einsetzen. :

Charakteristik der bekannten technischen Lésungen

Aufgrund des Zusammenhangs zwischen Stromverstirkung und Schaltzeit eines Hochspannungsschalttransistors werden die
heute tblichen Transistoren fiir Schaltnetzteilanwendungen imallgemeinen schaltzeitoptimal mit relativ geringer
Stromverstérkung produziert, um die Kollektor-Emitter-Spannung im durchgeschalteten Zustand und damit die
DurchlaBverluste im Transistor gering zu halten, ist bei den tiblichen Transistoren ein durchaus erheblicher Basisstrom
erforderlich; international wird auf einen Basisstrom in der GréBenordnung von 20% des Kollektorstromes orientiert.
Andererseits ist zum schnellen sicheren Ausschalten des Transistors nach Ablauf der Speicherzeit eine relativ groRe Basis-
Emitter-Sperrspannung, also bei den liblichen npn-Transistoren eine negative Basis-Emitter-Spannung, in der GréRenordnung
ca. 4V bis 10V erforderlich. Aufgrund des erforderlichen groBen Basis- (Einschalt-)stromes ist die Verwendung von
Impulstransformatoren aligemein tiblich, wodurch gleichzeitig die Maglichkeit der potentialgetrennten Ansteuerung gegeben
wird. '

Die (iblichen Ansteuernetzwerke zwischen Treibertransformator und Basis-Emitter-Strecke des Hochspannungsschalttransistors -
sind so ausgelegt, da im allgemeinen die Basis-Emitter-Sperrspannung durch Ladungsspeicherung in einem Kondensator in
Verbindung mit der durch den Transformator gelieferten Spannung und haufig in Verbindung mit der Induktionsspannung einer
Serieninduktivitat bereitgestellt wird (u.a. J.Wiistenhube ,Schaltnetzteile”, 2. Aufl. 1982, VDE-Verlag, S.300 ff.).

Da die Bereitstellung der Sperrspannung durch Ladungsspeicherung wihrend der Leitphase des Transistors bei sehr kleinen
Tastverhéltnissen, wie sie z.B. bei sekundérseitigem KurzschluR des Schaltnetzteiles auftreten, ungeniigend ist, wird haufig
zusétzlich die erforderliche Sperrspannung extern z. B. mittels einer Hilfswickiung auf dem Wandlertransformator erzeugt, um
einen sicheren Betrieb bei Anlauf und Kurzschlu® zu gewahrleisten (u.a. J. Wiistenhube «~Schaltnetzteile”, 2. Aufl. 1982,
VDE-Verlag, S.495).

AulBer der erforderlichen Basis-Emitter-Einschaltspannung ist daher durch den Treibertransformator zusitzlich die Basis-
Emitter-Sperrspannung zu (iberwinden, und damit ist das mdgliche Ubersetzungsverhiltnis des Transformators wesentlich
geringer und die dadurch erforderliche Treiberleistung erheblich gréRer als an und fiir sich notwendig.

Da die industriellen Schaltnetzteile fiir den Uberlastfall bei minimaler Wandlereingangsspannung dimensioniert werden
miussen, dulert sich dies in einem relativ schlechten Wirkungsgrad bei Teillast und/oder normaler Eingangsspannung.
Weiterhin ist eine Schaltungsanordnung mit einem Hochspannungsleistungstransistor (DE-AS 2753915) bekannt. Die
Schaltungsanordnung verfiigt Giber Steuermittel, die tiber eine Induktivitit an den Basis-Emitterkreis des Transsistors
angeschlossen sind, zum Abgeben eines impulsférmigen Schaltsignals und mit einer mit dem Kollektor des Transistors und mit
einer Speisespannungsquelle verbundenen Belastungsimpedanz, wobei der von der Spannungsquelle gelieferte Kollektorstrom
des bis in den geséttigten Zustand gesteuerten Transistors unter dem EinfluR des impulsférmigen Schaltsignals unterbrechbar
ist. Parallel zur Induktivitat ist ein steuerbarer Schalter zum kurzzeitigen KurzschlieRen der Induktivitat beim Einschalten des
Transistors angeordnet. Diese Schaltungsanordnung hat den Nachteil, daR die negative Sperrspannung des
Hochspannungsleistungstransistors vom Transformator mitgeliefert werden muR. -
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Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist es, bei den tiblichen Schaltnetzteilen mit externer Bereitstellung der Basis-Emitter-Sperrspannung eine
Verringerung der erforderlichen Treiberleistung zu erméglichen.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die erforderliche Treiberleistung fiir die potentialgetrennte Basis-Ansteuerung von
Hochspannungsschalttransistoren in Schaltnetzteilen mit externer Bereitstellung der erforderlichen Basis-Emitter-
Sperrspannung zu minimieren und dadurch den Wirkungsgrad insbesondere im Teillastbereich zu verbessern.
ErfindungsgemaB wird die Aufgabe unter Verwendung eines Treibertransformators dadurch gelést, daB der
Treibertransformator einpolig direkt mit dem Emitter des Hochspannungsschalttransistors, dessen Kollektor an eine
Belastungsimpedanz angeschlossen ist und mit dem zweiten Pol mit dem Emitter eines Kieinleistungstransistors mitzum
Hochspannungsschalttransistors komplementérer Zonenfolge verbunden ist. Die Basis des Kleinleistungstransistors ist iber

- eine Diode mit dem Emitter des Hochspannungsschalttransistors verbunden. Die Basis des Hochspannungsschalttransistors ist
an den Kollektor des komplementéren Kleinleistungstransistors angeschlossen. Zum Ausschalten ist die Basis des
Hochspannungsschalttransistors auBerdem tber ein elektrisches Ausschaltnetzwerk und einen elektronischen Schalter mit der
extern bereitgestellten Basis-Emitter-Sperrspannung verbunden. In Ausgestaltung der erfindungsgeméBen Losung ist zur
Ansteuerung des elektronischen Schalters zum Ausschalten des Hochspannungsschalttransistors ein zweiter ’
Kleinleistungstransistor mit zum Hochspannungsschalttransistor komplementarer Zonenfolge angeordnet, dessen Emitter mit
dem Emitter des Kleinleistungstransistors verbunden ist. Die Basis des zweiten Kleinleistungstransistors ist (iber einen ersten
Widerstand mit dem Emitter des Hochspannungsschalttransistors verbunden, wobei dessen Kollektor Gber einen zweiten
Widerstand an den elektronischen Schalter angeschlossen ist. Die erfindungsgemaRe Schaltungsanordnung 13Rt sich vorteilhaft
mit einer Anti-Sattigungs-Schaltung kombinieren, indem zwischen Emitter des Kleinleistungstransistors und Kollektor des
Hochspannungsschalttransistors eine schnelle Schaltdiode entsprechender Spannungsfestigkeit geschaltet wird.

Ausfilihrungsbeispiel

Die Erfindung soll nachstehend an einem Ausfiihrungsbeispiel néher erlautert werden.
Die beiliegende Zeichnung zeigt: '

Fig.1: Schaltungsanordnung zur potentialgetre‘nnten Basisansteuerung eines Hochspannungsschalttransistors
Fig.2: Ausfiihrungsbeispiel der prinzipiellen Schaltung nach Fig. 1

Der Treibertransformator 1 ist mit einem Pol direkt mit dem Emitter des npn-Hochspannungsschalttransistors 4 und mit dem
zweiten Pol mit dem Emitter eines pnp-Kleinleistungstransistors 2 verbunden, dessen Basis (iber eine Diode 3 ebenfalls mitdem
Emitter des Hochspannungsschalttransistors 4 verbunden ist (Fig. 1). Die Basis des Hochspannungsschalttransistors 4 ist
weiterhin (iber ein elektrisches Netzwerk 7 und einen elektronischen Schalter 6 mit der extern bereitgestellten Basis-Emitter-
Sperrspannung U, verbunden, und der Kollektor des Hochspannungsschalttransistors 4 ist iber den (blichen
Wandlertransformator 5 an die Wandlereingangsspannung U, angeschlossen. Der mit komplementéarer Zonenfolge zum
Hochspannungsschalttransistor 4 geschaltete Kleinleistungstransistor 2 bewirkt eine Entkopplung der vom Transformator zu
liefernden Einschaltspannung von der extern bereitgestellten Basis-Emitter-Sperrspannung und ermdglicht dadurch eine
wesentliche VergréBerung des méglichen Ubersetzungsverhilinisses und eine entsprechende Verringerung der
Treiberleistung.
Figur 2 zeigt eine mégliche sinnvolie Weiterentwicklung der prinzipiellen Schaltung nach Fig. 1, wobei zuséatzlich am Emitter des

- pnp-Kleinleistungstransistors 2 der Emitter eines weiteren pnp-Kleinleistungstransistors 9 angeschlossen ist, dessen Basis (iber
einen Widerstand 8 mit dem Emitter des Hochspannungsschaltransistots 4 und dessen Kollektor (iber einen Widerstand 10 mit
der Basis eines npn-Kleinleistungstransistors 6.2 verbunden ist, dessen Emitter mit der extern bereitgestellten Basis-Emitter-
Sperrspannung U, und dessen Kollektor tiber einen Widerstand 6.3 mit dem Emitter des Hochspannungsschalttransistors 4 und
direkt mit der Basis eines weiteren npn-Transistors 6.1 verbunden ist, dessen Emitter direkt mit der Spannung U, und dessen
Kollektor liber eine Drossel 7.1 zur Einstellung der erforderlichen Speicherzeit mit der Basis des Hochspannungsschalttransistors
4 verbundenist. ‘
Des weiteren ist in der Schaltung nach Fig. 2 eine Anti-Sattigungs-Diode 11 enthalten, die mit der Anode an die Emitter der
pnp-Transistoren 2 und 9 und mit der Katode an den Kollektor des Hochspannungsschalttransistors 4 geschaltet ist.
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